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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
本論文は,クラスターイオン注入に関し,装置の設計 ･製作,クラスターイオンと固体表面との相互作
用の理論と実験による解明,およびクラスターイオン注入による浅い接合形成に関して行った研究成果を
まとめたもので,得られた主な成果は次の通りである｡
1.十数～数千個の塊状原子集団であるクラスターイオンビームを生成し,これを用いたイオン注入法を
確立した｡これにより,従来のイオンビームでは困難であった1keV以下の極低エネルギーイオン
注入を可能にした｡
2.分子動力学法による理論的考察から,クラスターイオンの固体表面-の衝突過程におけるサイズ効果
を明らかにした｡クラスターサイズ,すなわちクラスターを構成する原子数が十数程度の小さいクラ
スターの衝突領域では,クラスターイオンに与えた仝エネルギーをサイズで割ったエネルギーが実効
照射エネルギーであることを明らかにした｡また,サイズが数百以上の大きいクラスターの衝突領域
では多体衝突が顕著になり,それに伴う種々の非線形効果が存在することを明らかにした｡
3.クラスターイオンの照射エネルギーやサイズを変化させ,固体表面に照射し,その時生じる照射痕を
-1029-
観察した｡これらの結果からクラスターイオン特有の衝突過程を明らかにし,高密度照射効果を実験
的に明らかにした｡
4.クラスターイオンビームの衝突においては,特に高密度損傷層 (非晶質層)が形成され,従来避け難
いとされているチャネリング注入効果が抑制されることを明らかにした｡
5.多原子クラスターであるデカボラン (BIOH14) をSi基板に注入し,初めて0.05〃m以下のp+/n接
合層形成に成功した｡また,熱処理時の注入種の異常拡散 (TransientEnhancedDifusion)が回避
できることも明らかにし,次世代LSIの応用に極めて重要な知見が得られた｡
以上要するに本論文は,ガスクラスターイオン注入装置の設計 ･製作を行い,クラスターイオンと固体
表面との相互作用について詳細な検討を行い,従来のイオンビームでは困難な極低エネルギーイオン注入
を行う新しい方法を提案したもので,学術上,工学応用上寄与するところが少なくない｡ よって,本論文
は博士 (工学)の学位論文として価値あるものと認める｡また,平成9年2月4日,論文内容とそれに関
連した事項について試問を行った結果,合格と認めた｡
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